
高温熱処理されたMOVPE p-GaNの浅い準位の評価 
Characterization of shallow levels in MOVPE p-GaN annealed at high temperatures  
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【はじめに】  

850°C 活性加熱処理時間の異なる p-GaN に対してアドミタンス測定を行い、熱処理時間 5

分の試料でトラップ C (Ev+190 meV)、E (Ev+51.4 meV)が観測され、熱処理時間 300 分の試料

では、トラップ E濃度が約 1/5倍に低下、新たなトラップ D (Ev+106.1 meV)が生成されたこと

を報告した[1,2]。今回、アドミタンス測定を用いて p-GaN の活性化熱処理温度の影響につい

て検討した。 

【実験方法】 

測定試料構造は n
+
-GaN 基板上に MOVPE 成長により作製した n

+
p 接合ダイオードである。

用いた p-GaNは、[Mg]=1.1x10
17

 cm
-3の試料である。活性化熱処理温度は 750、850、950°Cで、

熱処理時間 5分のものを用いた。アドミタンス測定は、周波数 50 Hz~2 MHz、温度範囲 80~400 

K で行った。 

【実験結果】 

図 1に、測定周波数 2 kHzでの各熱処理温度の G (コンダクタンス)/ω対測定温度の結果を

示す。A とラベルした G/ωのピークは熱処理温度 950°C の試料でのみ観測され、950°C の高

温熱処理によって生成された欠陥だと考えられる。B とラベルした G/ωのピークは各熱処理

温度の試料で共通に観測された。図 2に、トラップ Aとトラップ Bの放出時定数アレニウス

プロットを示す。放出時定数アレニウスプロットより、トラップ A のエネルギー準位は

Ev+0.16 eV、捕獲断面積は 8.9x10
-17

 cm
2と求まり、トラップ濃度は 9.3x10

15
 cm

-3であった。ト

ラップBのエネルギー準位はEv+0.34~0.35 eV、捕獲断面積は5.5x10
-13

~1.6x10
-12

 cm
2と求まり、

トラップ濃度は 2.2~3.1x10
15

 cm
-3であった。 

【まとめ】 

 アドミタンス測定を用いて p-GaNの活性化熱処理温度の影響について検討した。活性化熱

処理温度 950°Cの試料で新たにトラップ A(Ev+0.16 eV)が生成され、その濃度は 9.3x10
15

 cm
-3

と高濃度に観測された。 
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Fig.1 G/ω at 2 kHz vs temperature Fig.2 Arrhenius plots of emission time constant for traps 
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